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功能纳米结构的组装和物性调控

郭海明- - 王业亮- - 杜世萱- - 时东霞- - 申承民- - 高鸿钧4

（中国科学院物理研究所 纳米物理与器件实验室 北京 511561）

摘- 要- - 功能纳米结构的组装与物性调控是纳米电子器件前沿基础研究领域的重要问题&本文对我们实验室在纳
米自组装结构和物性调控方面的主要研究进展进行介绍&对扫描隧道显微镜（789）的成像机制和针尖功能化问题进
行了研究和探讨&选用不同的策略和方法来实现功能分子在金属单晶基底上的可控自组装，形成各种自组装有序结
构，通过磁性分子吸附构型的改变来实现对金属表面上单分子自旋态的量子调控&
关键词- - 功能分子纳米结构，扫描隧道显微镜，自组装，功能调控
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5- 引言
现代微电子器件一直朝着集成化和微型化的方

向发展，沿着“自上而下”方向发展的微电子器件必

将遇到其尺寸上的物理极限，这是由于在纳米尺度

上将会产生显著的量子效应和统计涨落效应等，另

外也会受到工艺和成本方面的限制& 用具有特定功
能的纳米体系来组装制备纳米尺度电子器件是未来

电子器件发展的重要方向& 对功能纳米体系的组装
与结构进行控制，进而实现对其量子效应的功能调

控，是构建纳米电子器件的基本思路&研究功能分子
在金属表面的吸附特性和自组装行为，理解和分析

在此过程中分子 [分子、以及分子 [基底之间的相
互作用，也有利于解决未来分子纳米电子器件中重

要而复杂的分子与金属电极之间的界面问题&另外，

在单分子尺度上对功能分子单元进行观察、操纵和

特性测量，认识和掌握其各种物理和电学特性，并最

终实现对其结构和性能的精确调控也是纳米电子学

前沿领域的一个核心问题&
我们实验室近年来一直围绕纳米（包括分子）

电子材料及器件这一国家重大基础研究领域，对纳

米电子信息功能新材料及其新原理进行研究和探

索，并开展纳米电子器件方面的应用基础研究& 在
01 世纪 61 年代，我们开展了对硅表面的原子操纵
及机理的研究，首次实现了沿表面特定晶格方向的

单原子有序移植，另外在基于功能分子薄膜的超高

密度信息存储领域也开展了一系列有特色的工作&

·=>?·

中国科学院物理研究所成立 21 周年



! 物理·"# 卷（$%%& 年）’ 期! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ())*：++,,,- ,./0- 12- 23

本文将简要介绍近几年来我们在功能分子纳米体系

的组装和物性调控方面的一些研究工作进展情况-
我们针对以上分子纳米电子学的基本问题，利用扫

描隧道显微镜（456）技术和分子自组装技术，研究
低维纳米分子结构的自组装生长过程和结构，并希

望能够实现对其自组装结构和性能的调控-

$! 456成像机制和针尖功能化

扫描隧道显微镜（456）是纳米科技领域研究的
重要工具，在对分子低维纳米体系的观察和表征中

起着重要的作用-它不仅具有极高的空间分辨率和
原位的实空间探测能力，以及对单个原子 7分子的操
控能力，还可以用于测量表面的局域电子结构等信

息-对其成像机制的深入研究有利于我们更有效地
认识和理解 456图像，还有可能通过有目的地对针
尖进行修饰，从而观察得到更为丰富的信息-许多年
来人们在对 40（888）9 # : # 表面成像过程中，获得
的图像一般只显示出每个元胞中的 ’ 个 ;<1)=>?
（增原子），而一直未能同时分辨出 8$ 个 @A?) ;)=>?
（剩余原子）- ;<1)=>? 的悬挂键态位于费米面（!B）

以下 %- CAD附近-而 @A?) ;)=>? 对应的悬挂键态位
于 !B 以下 %- &AD附近，通常 456图像给出一种“失
真”的图像，即只能观察到 ;<1)=>?，却观察不到
@A?) ;)=>?，这种观测能力的不足使人们认为 456
测量到的半导体表面的隧穿电流绝大部分来自处于

!B 附近的电子态-我们从实验和理论上分别研究了
针尖状态对 456成像的影响，第一性原理方法计算
结果表明，针尖末端尺寸对 @A?) ;)=>? 和 ;<1)=>?
的同时分辨具有重要影响- 我们也通过控制针尖曲
率半径得到了国际上目前为止最高分辨率的 40
（888）9 # : # 表面 456图像（图 8），清晰地观察到
了该表面上所有的 ;<1)=>? 和 @A?) ;)=>?［8］-
在此基础上，我们又进一步研究了特定针尖状

态对 456 成像的可能贡献- 在研究二萘嵌苯
（*AEF/A3A）分子在 ;G（88%）上的吸附性质时，发现被
*AEF/A3A分子修饰的 456针尖可以很容易地将吸附
在银基底上的 *AEF/A3A的电子态与银基底的电子态
分开-随着针尖和样品之间偏压和隧道电流的逐渐
变化，针尖分子的电子能级与样品电子能级之间的

匹配程度也逐渐发生变化-在偏压为 9 %- ’#D时，样
品的部分银原子表现为和分子一样的凸起，分子就

如同镶嵌在银基底中-在偏压为 9 8- HD 时，针尖上
的分子能级与样品上的分子能级不匹配，此时的

图 8! 40（888）# : # 表面目前最高分辨率的 456 图像，在每个

元胞中可清晰地观察到所有的 8$ 个 ;<1)=>? 和 ’ 个 @A?) ;)=>?

456图像表征的是被样品上的分子所改变的银表
面电子态-因此 456 针尖上吸附 *AEF/A3A 分子使针
尖功能化后可以得到高分辨的银表面态的图像，理

论上得出了与实验结果相吻合的 456模拟图像［$］-
我们通过对 456针尖状态实行人为控制，以表征过
去用常规方法无法得到的表面电子态结构- 这项工
作大大加深了人们对 456 成像机制的理解和对固
体表面电子结构的认识-

"! 功能分子低维纳米体系的自组装生
长和结构控制

我们采用自组装技术、有机分子束外延技术和扫

描探针显微术等实验手段研究了一系列功能分子在

不同金属基底上的吸附特性和自组装结构，并着重探

讨分子 9分子、分子 9基底之间相互作用对该过程的
影响［$—&］-根据以上研究结果，提出了多种不同的策
略和方法来实现对分子自组装结构的有效控制-
喹吖啶酮（I.0312E0<=3A，J;）和它的衍生物分

子是一类非常稳定的并具有优异光电和光电导特性

的有机功能分子- 我们研究了 J; 的具有 C 个
（J;CK）或者 8’ 个（J;8’K）碳原子的烷基链的衍
生物分子在 ;G（88%）表面上的吸附和生长［’］- 第一
性原理计算表明，J;"K 分子和 ;G 基底的相互作用
主要基于氧原子和银原子间的化学键合- 分子中的
氧原子以及其下银原子的空间匹配与否决定了分子

主体部分的取向以及吸附位置- 我们又计算了不同
烷基链对分子吸附的影响，当分子烷基链中碳原子

数小于六（ " L ’）时，侧向烷基链几乎与基底 ;G
（88%）平面垂直；而对于较长的烷基链，则由于
J;"K分子和基底的相互作用使其倾向于平行于基
底平面-因此 J;CK和 J;8’K两种分子在基底上排
列的间距也将会有很大的改变-我们的 456和低能
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电子衍射（4556）实验结果均证实了这一点，如图 0
所示&因此，借助不具有功能特性的烷基链来修饰功
能分子，通过调节烷基链的长度，我们就可以来调节

各功能单元（分子）间的距离和结构，进而对整个体

系的结构与性质进行调控& 利用该方法我们也成功
制备了几种 78!9分子在金属表面上的不同自组装
结构的有序分子单层薄膜结构&

图 0- 两种具有不同取代侧链长度的 78分子在 8:（;;1）表面自组

装生长结构的理论模拟（*，<）与实验 =>?（+，@）图像，其中取代基团

烷烃链中分别包括A（78 BA9）和;3（78 B;39）个碳原子

在构建分子电子器件的过程中，分子在金属电极

上的不同吸附位置和构型对其电子态结构有较大的

影响，从而也会影响分子的输运性质［/］，因此我们期

望能够将功能分子可控制地自组装到金属电极表面

上的指定位置&我们知道，由于功能基团的不同，有机
分子呈现出不同的物理化学性质，在不同的金属表面

会表现出不同的吸附行为&利用有机分子的这种特
性，探索有机分子的选择性吸附行为，有可能实现异

于传统模板法组装的“非模板自组装”特征&我们选定
了两种具有不同官能团（酸酐基团和氰基）的有机分

子：C>968分子和 6?D B 69E7F分子，选择了一个具
有不同台阶面的基底 8:（//G），它由晶面（00;）和
（;;;）组成&从实验和理论上研究了两种有机分子在
8:单晶不同表面上的吸附行为，发现在 8:（//G）基
底上 C>968 分子会完全吸附在（;;;）台阶面上，而
6?D B 69E7F分子则完全吸附在（00;）台阶面上（如
图 .），实现了非模板选择性自组装［2］&同时还阐明了
C>968分子与基底原子之间的相互作用机制，提出
了 C>968分子与基底之间的相互作用是通过分子末
端官能团的氧原子实现的，中心的!共轭区域与基底
相排斥，理论模拟得到的氧原子的 EFH=I相干长度

以及碳原子的 J H B K*L吸收谱与实验结果符合得很
好&这项研究开创了一种新的外延生长 8M N 有序纳
米结构的新途径———非模板选择性自组装，对三维有

序组装和各类纳米功能器件的构造具有重要的参考

价值和指导意义&

图 .- =>?图像显示两种有机分子（C>968和 6?D B 69E7F）在

8:（//G）表面上的选择性吸附& C>968分子会完全吸附在（;;;）

晶面上，而 6?D B 69E7F分子则吸附在（00;）晶面上

A- 磁性分子吸附构型对其 JO,@O效应
的调控

对单分子功能单元的各种物性进行测量并实现有

效调控是分子电子学的重要研究内容&利用扫描隧道
显微技术，我们开展了多方面的研究工作，比如基于有

机功能分子可逆电导转变的超高密度信息存储［P—;.］，

对单分子电输运特性的测量，对单分子的电子结构和

声子谱（非弹性电子隧穿谱）的测量等&在此介绍我们
的一个最新进展，即通过分子吸附构型的改变来实现

对金属表面上单分子自旋态的量子调控&
JO,@O效应（近藤效应）是指磁性杂质中的局域

自旋与自由电子强关联相互作用所引起的一系列低

温反常现象&单分子 M原子的近藤效应对于制备单分
子 M原子器件是非常重要的&近年来，扫描隧道显微
镜技术的迅速发展使人们能够精确地测量单个磁性

原子或分子在金属表面上的近藤效应，而在原子尺

度上探索影响近藤效应的因素是实现单分子自旋态

量子调控的关键&最近，对磁性分子近藤效应的研究
表明当磁性原子被束缚在分子中时，近藤温度会大

幅度升高，而且，分子结构［;A］和分子构象［;G］也会影

响分子的近藤效应& 我国的科学家们也做出了一些
开创性的研究成果［;3，;/］&
我们利用低温 =>? 以及第一性原理计算对吸

附在 8’（;;;）表面的酞菁铁（QDC+）磁性分子进行

·!"!·
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观察和分析，发现 4562分子在 7.（888）表面存在两
种吸附取向［8&，89］，它们的中心 45 原子吸附在 7.
（888）表面的不同位置：第一种分子取向中 45 原子
吸附在表面两 7. 原子之间的桥位置，而第二种分
子取向中 45原子吸附在 7. 原子的正上方-两种分
子在 7.（888）表面的相对取向方向围绕分子中心
偏转了 8:;（见图 <）-

图 <! 4562分子在 7.（888）表面存在两种吸附构型

在分子中心测量的扫描隧道谱（=>=）显示两种
构型分子都存在着近藤效应，并且发现由 413; 理论
拟合的近藤温度（!?）均高于室温，分别为 ":# @ $8
?和 :9& @ 89 ?- 两种取向分子在费米面附近的近
藤共振峰形状有很大的不同，构型 A为一个窄峰，而
构型 AA为一个窄谷（见图 :）- 根据 413; 理论，近藤
共振的 B" C B#曲线的线形是由线形参数 $ 决定的% $
描述了通过磁性杂质能级的隧穿几率与直接到基底

的隧穿几率的比值，上述结果说明构型 AA 中电子从
=>D 针尖直接隧穿到基底的比率比构型 A 大-根据
我们的第一性原理和自旋极化部分电子态密度

（6EF=）的计算，构型 AA 中的分子 G基底相互作用
要比构型 A 强，局域自旋与自由电子耦合相互作用
也要强，=>D 针尖探测到基底自由电子态的几率也
比构型 A 大-因此，分子 G基底相互作用的强弱导致
了近藤共振的微分谱中出现了峰与谷的差别-
4562 C 7.（888）体系的近藤温度很高，不仅与 45（ AA）
的 &’体系费米能级附近的 & 轨道分布有关，而且分
子与基底的键合也增强了自旋 G 电子之间的耦
合［89］-
我们的研究结果首次表明，有机磁性分子在金

属表面上的吸附构型对近藤温度和线形产生很大影

响-通过改变分子的吸附构型来控制分子近藤效应
中局域自旋耦合和不同隧穿通道之间的竞争是可行

的-这不仅对基本物理问题的研究而且对自旋电子
器件的发展都会有重要的指导意义-

图 :! 4562分子在 7.（888）表面两种吸附构型的 B" C B#曲线（图

2）-图（1）和（H）为 45IJ0能级附近的 ?;3B; 共振峰及其 413; 曲

线拟合

:! 结束语

值此中国科学院物理研究所建所 &% 周年之际，
本文对纳米物理与器件实验室在功能分子纳米自组

装结构和特性调控方面研究的主要进展情况进行简

单介绍-在对分子信息功能材料和器件进行研究的
过程中，我们将继续沿着实现“观察（ K5503L） G理
解（ .3B5IK)13B03L） G 控制（ 2;3)I;//03L）G 功能化
（ M.32)0;31/0N03L）”的这样一条思路，着重挖掘分子纳
米功能体系的新材料、新原理和新方法，深入开展系

统性的前沿研究工作- 在对功能分子结构与特性充
分认识和理解的基础上，着重于实现低维纳米分子

结构的可控自组装生长与性能调控，以及在未来纳

米信息器件的实际应用-

致谢! 本文得到国家科技部、国家自然科学基金委
员会和中国科学院的项目资助，在此表示感谢-

参 考 文 献
［ 8 ］ O13L P Q ’( )*- 6(RK- S5T- U，$%%<，#%：%#""8$
［ $ ］ E53L V > ’( )*- 6(RK- S5T- Q5))-，$%%’，9’：8:’8%$
［ " ］ W(53L V X ’( )*- Y- 6(RK- W(5J- W，$%%#，888：$’:’
［ < ］ Z1; Q ’( )*- 6(RK- S5T- U，$%%’，#"：%#:<$<
［ : ］ Y0 O ’( )*- 6(RK- S5T- Q5))-，$%%’，9#：$<’8%8
［ ’ ］ =(0 E [ ’( )*- 6(RK- S5T- Q5))-，$%%’，9’：$$’8%8
［ # ］ X. P U ’( )*- 6(RK- S5T- Q5))-，$%%:，9:：/:’&%"
［ & ］ E. = [ ’( )*- 6(RK- S5T- Q5))-，$%%’，9#：8:’8%:
［ 9 ］ 453L D ’( )*- Y- 7J- W(5J- =;2-，$%%#，8$9：$$%<
［8%］ 453L D ’( )*- Y- 7J- W(5J- =;2-，$%%:，8$#：8:""&
［88］ 453L D ’( )*- 7BT- 4.32)- D1)5I-，$%%#，8#：#%
［8$］ =(13L P Q ’( )*- Y- 7J- W(5J- =;2-，$%%#，8$9：88’#<
［8"］ O53 P \ ’( )*- 7BT- D1)5I-，$%%’，8&：89&"
［8<］ O1(/ 6 ’( )*- 6(RK- S5T- Q5))-，$%%:，9:：8’’’%8
［8:］ A132. ] ’( )*- ^13; Q5))-，$%%’，’：&$%
［8’］ V(1; 7 ’( )*- =205325，$%%:，"%9：8:<$
［8#］ 4. P ’( )*- 6(RK- S5T- Q5))-，$%%#，99：$:’’%8
［8&］ W(53L V X ’( )*- Y- 6(RK- W(5J- W，$%%#，888：9$<%
［89］ Z1; Q ’( )*- 6(RK- S5T- Q5))-，$%%#，99：8%’<%$

·!"#·

中国科学院物理研究所成立 &% 周年


